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Feedback Biasing Arrangement 

IG = 0A, VRG = 0V 
So VDS = VGS 

And VGS = VDD – IDRD 

Feedback Bias Q-Point 

Step 1:   Plot the line using  
•VGS = VDD, ID = 0 
•ID = VDD / RD , VGS = 0 

Step 2:   Using values from the specification  
                   sheet, plot the transfer curve with  

•VGSTh , ID = 0  
•VGS(on), ID(on) 

Step 3: The Q-point is located where the 
                 line and the transfer curve intersect 
Step 4: Using the value of ID at the Q-point,  
                solve for the other variables in the bias circuit 

   MOSFET-E  التراهزشخىز  جحييز 

 للبىابت عىصيت حغريت طسيم عن                      

2 



Plot the line and the transfer curve to find the Q-point. Use these equations: 
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Voltage-Divider Q-Point 

 ثفىين الجهد ملصم طسيم عن                                                                                                      MOSFET-E  التراهزشخىز  جحييز 

Step 1:   Plot the line using  
•VGS = VG = (R2VDD) / (R1 + R2), ID = 0  
•ID = VG/RS , VGS = 0 

Step 2:  Using values from the specification sheet, plot the transfer curve with 
•VGSTh, ID = 0 
•VGS(on) , ID(on) 

Step 3:  Where the line and the transfer curve intersect is the Q-point. 
Step 4:  Using the value of ID at the Q-point, solve for the other variables in the bias circuit. 
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MOSFET-D            التراهزشخىز  جحييز  

   MOSFET-D  التراهزشخىز  لان ذلً و  حيد و  اخخلاف هىان الىىع هرا في ولىن الطسيلت بىفض جحل و  JFET التراهزشخىز  جحييز  دازاث هفض له عام بشيل  --
  .ثفىين الجهد بخلصيم الخحييز  همثاٌ لىأخر VGS لـ مىجبت جهىد على يعمل أن يمىن      

Voltage-Divider Bias 

Step 1:  Plot the line for  
•VGS = VG, ID = 0 
•ID = VG/RS, VGS = 0 

Step 2:  Plot the transfer curve by plotting IDSS, VP  
                 and calculated values of ID. 
Step 3:  The Q-point is located where the line intersects 
                the transfer curve is. Use the ID at the Q-point to  
                solve for the other variables in the voltage- 
                divider bias circuit.  
 
These are the same calculations as used for JFET circuits. 

   :الخاليت بالمساحل جلخص العمل هلطت حصاب آليت
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 : 1 مصألت
 IDSS=6 mA, VGS=2v:هي التراهزشخىز  معاملاث ,جاهبا المبيىت الدازة في
 .الىصلت وهىع التراهزشخىز  هىع حدد ـ 1     
  التراهزشخىز  يعمل حتىVP كيمت و  VDS و IS و ID و IG من ول واحصب المصخمسة الميافئت الدازة ازشم -2     
 .الفعالت المىطلت في          
                             .Zi  و  ZOمن هلا  وحدد RS  الملاومت مع الخفسع على مىثف وصل بعد المخىاوبت الميافئت الدازة ازشم ـ3    
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 :الحللي التراهزشخىز  مصألت حل
 . JFET, p-channel  مشترن مىبع بىصلت المحسضت p اللىاة ذو  الحلل جأثير  جساهزشخىز  -1
 ثفىين ميافئ وهحصب هسشم بالىديجت همىن   ملصم وجىد المصخمسة, الميافئت الدازة -2

 :هجدID= IS  و أن   IG=0من حللت الدخل ومع ملاحظت أن 

  = ID RS=2*4=8v   VS:                             إذا        
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   :هحصبه ثم الاخخىاق جهد علاكت وهىجد التراهزشخىز  في الماز  الخياز  معادلت هىخب  VP  لحصاب

  شسط لأن  VP2=4,7v هي الفعالت المىطلت في يعمل التراهزشخىز  من ججعل التي الاخخىاق جهد كيمت
            هىخب الخسج حللت من VDS الجهد لحصاب .محلم  VP >VGS >0   الفعالت المىطلت في الخىاجد

            

 : جصبح الدازة الميافئت المخخصسة بالشيل الخالي -5
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 Zi=Rth= R1 // R2و كيمت مماوعت الدخل   ZO=RD // rd: بالىديجت من الدازة

 :جابع حل المصألت
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      IDSS=1mA, μ=30    VD=9 v      مثالي الديىد:لديىا المبيىت الدازة في    :مصأله
  .المصخمسة الميافئت الدازة وازشم التراهزشخىز  هىع حدد ـ 1                    

 خط ازشم و  ,العمل مىطلت حدد ثمVp   واحصب  VDSو VGS  و IS  و  ID و IG  الخياز احصب ـ2                    
   .g,m  و   rd من ول   كيم احصب ثم الصاهن الحمىلت                       
  الخفسع على مىثف وصل بعد الصغيرة للإشازاث المخىاوبت الميافئت الدازة ازشم  ـ4                    
 .Zi & ZO من ول علاكت اهخب ثم المىبع ملاومت مع                         

                                                          K=0.3A/v2,   μ=30  , VD=9 v:   في الدارة المبينت لدينا  :  مسأله
 . ـ حدد نىع الترانزستىر وارسم الدارة المكافئت المستمرةأ        
 العمل ثم حدد معادلت منطقت  ثم حدد VT واحسب    VDSو VGS و  VS  و  IDو  IGب ـ احسب التيار       

 .  الحمىلت الساكنخط            
 التفرع مع مقاومت المنبع على ج ـ ارسم الدارة المكافئت المتناوبت للإشاراث الصغيرة بعد وصل مكثف      

 . ZO & Zi & AVحدد كل من ثم            
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                                                          K=0.3A/v2,   μ=30  , VD=9 v:   في الدارة المبينت لدينا  :  مسأله
 . ـ حدد نىع الترانزستىر وارسم الدارة المكافئت المستمرةأ        
 .  العمل ثم حدد معادلت خط الحمىلت الساكنمنطقت  ثم حدد VT واحسب    VDSو VGS و  VS  و  IDو  IGب ـ احسب التيار       
 . ZO & Zi & AVالتفرع مع مقاومت المنبع ثم حدد كل من على ج ـ ارسم الدارة المكافئت المتناوبت للإشاراث الصغيرة بعد وصل مكثف      
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 :من الجرمانيوم ويعمل في المنطقة الفعالة ولدينا القيم  T2الدارة المبينة لدينا في : مسألة
       

VGS = - 2v ;   VD =9 v,     IDSS=5.2mA,     β=80 ,        

.    ـ نوع كل من الترانزستورين 1        

 .ID و    ISو  IGو  IE و  IBو  IC احسب قيمة كلّ من -2      

 .  VDS و RDو  VCE احسب اكتب معادلة حلقة الخرج و ـ3      

            .  FETحدد منطقة عمل الترانزستور ثم VP  احسب -4      
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 :الحل
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